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Beschichtung fur ein Schneidwerkzeug sowie Herstellungsver- 
f ahren 

3 0 Die Erfindung betrifft eine insbesondere fur ein 

Schneidwerkzeug geeignete Beschichtung, ein mat einer solchen 
Beschichtung versehenes Schneidwerkzeug sowie ein Herstel- 
lungsverf ahren zur Erzeugung der betreffenden Beschichtung. 

35 Schneidwerkzeuge werden zur Erhohung der Zerspanungs- 

leistung, der Standzeit oder aus anderen Grunden regelmafiig 
mit Beschichtungen versehen, die die jeweils gewunschten Ei- 
genschaften realisieren. Beispielsweise ist aus der DE 100 48 
899 Al ein Schneidwerkzeug in Form einer Schneidplatte be- 

40 kannt, das eine verschleiEmindernde Beschichtung aufweist. 
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Diese ist beispielsweise durch eine Al 2 0 3 -Schicht gebildet . 
Die verschleiSmindernde Beschichtung erstreckt sich sowohl 
uber Spanflachen als auch uber Freiflachen des Schneidwerk- 
zeugs . An den Freiflachen ist eine Indikatorbeschichtung, 
5 beispielsweise in Form einer Deckschicht angebracht, deren 

Farbe sich von der Farbe der VerschleiSschut zschicht deutlich 
unterscheidet . An der Freiflache eintretender Abtrag der De- 
korschicht ist somit ein untruglicher Indikator fur eine er- 
folgte Benutzung der betreffenden benachbarten Schneidkante . 

10 Die Schichten werden im CVD-Verf ahren ganzflachig erzeugt 

wahrend die Dekorschicht von den Spanflachen abgetragen wird. 
Dazu konnen geeignete Burstverf ahren oder ahnliches dienen. 
Beim mechanischen Entfernen der Dekorschicht von den Spanfla- 
chen muss darauf geachtet werden, eine gute Selektivitat zu 

15 erreichen. Beschadigungen der VerschleiSschutzschicht konnen 
nicht hingenomrnen werden. 

Schneidplatten die im PVD-Verf ahren hergestellt werden 
weisen in der Regel als VerschleiSschutzschicht eine. metalli- 

20 sche Hartstof f schicht , wie beispielsweise eine TiAlN-Schicht 
auf . Eine solche Schneidplatte ist beispielsweise aus der DE 
199 24 422 C2 bekannt . Auf einer solchen Verschleifcschutz- 
schicht aufgebrachte Deckschichten, wie beispielsweise TiB 2 - 
Schichten oder dergleichen weisen, wie die VerschleiiSschutz- 

25 schicht, eine metallisch-kristalline Struktur auf. Die Haf- 

tung zwischen solchen Deckschichten und der VerschleiSschut z- 
schicht ist hoch. Die tribologischen Eigenschaf ten der Deck- 
schichten mussen deshalb, wenn sie als Dekorschichten verwen- 
det werden, berucksichtigt werden. Sie eignen sich auch nicht 

30 als VerschleiSindikator . 


Durch die feste Haftung der Schichten aneinander muss 
die Deckschicht hinsichtlich der Verschlei£beanspruchung hin- 
sichtlich ihrer Reibeigenschaf ten und hinsichtlich sonstiger, 
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sich bei der Metallzerspanung auswirkender , Eigenschaf ten 
abgestimmte Eigenschaf ten aufweisen. 

Davon ausgehend ist es Aufgabe der Erfindung, eine zur 
5 Herstellung im PVD-Verf ahren geeignete Beschichtung anzuge- 
ben, deren Deckschicht sich als Verschleifiindikator eignet. 

Die erf induhgsgemaSe Beschichtung enthalt als Ver- 
schleifischutzschicht eine metallische Hartstof f schicht , die 

10 nach auSen hin von einer reduziert haftenden oder durch eine 
Trennschicht in ihrer Hctftung zur VerschleiSschut zschicht 
eingeschrankte Deckschicht abgedeckt ist. Die Deckschicht 
nimmt dabei nur einen Teil der Flache der metallischen Hart- 
stoff schicht ein, d.h. Telle derselben sind f reigelegt . Zwi- 

15 schen der Deckschicht und der metallischen Hartstof f schicht 

ist eine Trennschicht angeordnet, die den metallisch-kristal - 
linen Verbund zwischen der Deckschicht und der VerschleiS- 
schutzschicht unterbricht oder schwacht . Es handelt sich utn 
eine haf turigsstorende oder -mindernde Schicht, die die 

20 metallisch-kristalline Struktur der sonstigen Schichten un- 
terbricht oder zumindest stort . 

Die Trennschicht vermindert die Haf tung der Deckschicht 
auf der metallischen Hartstof f schicht , die als Verschlei£- 

25 schutzschicht dient, auf ein geringes Ma£. Die Haf tung ist 
vorzugsweise so gering, dass die selbst oder eine daruber 
lagernde Schicht abgetragen wird, sobald das Schneidwerkzeug 
best immungsgemaS eingesetzt wird und einen Zerspanungsvorgang 
durchf uhrt . Der Abtrag kann je nach Einsatz vollflachig oder 

3 0 lokal sein. Die Deckschicht kann somit relativ leicht abge- 
tragen werden . Dies ermoglicht zum einen, die Deckschicht als 
Dekorschicht rein nach asthetischen Gesichtspunkten auszule- 
gen, wobei die tribologischen Eigenschaf ten sowie die Ver- 
schleiSeigenschaf ten keine Rolle spielen. Sie wird beim Ein- 
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satz des Schneidwerkzeugs alsbald abgetragen. Somit eroffnet 
sich auch die Moglichkeit des Einsatzes der Deckschicht als 
VerschleiSindikationsschicht . Dies gilt insbesondere wenn 
sich die als VerschleiSschutzschicht dienende metallische 
5 Hartstoff schicht und die Deckschicht farblich deutlich unter- 
scheiden. 

Die Beschichtung des Schneidwerkzeugs weist somit eine 
VerschleiSschutzschicht mit einer metallisch-kristallinen 

10 Struktur, eine Deckschicht mit eingeschrankter Haftung zu der 
VerschleiSschutzschicht und/oder eine Trennschicht auf , die 
wenigstens auf einen Abschnitt der VerschleiSschutzschicht 
aufgebracht und zwischen der VerschleiSschutzschicht und der 
Deckschicht angeordnet ist und die die Haftung der Deck- 

15 schicht auf der VerschleiSschutzschicht einschrankt. Unter 

einer Schicht mit metallisch-kristalliner Struktur wird hier 
eine Schicht verstanden, die eine vorwiegend metallische Bin- 
dung auf weist, wie es z.B. bei TiAlCN-Schichten, AlCrN- 
Schichten oder TiC-Schichten oder ahnlichem der Fall ist. 

20 

Die VerschleiSschutzschicht ist vorzugsweise eine im 
PVD-Verf ahren erzeugte Schicht, wobei auch die Trennschicht 
und die Deckschicht im PVD-Verf ahren erzeugt werden. Dies 
ermoglicht die Herstellung der Beschichtung in einem einzigen 

25 PVD-Beschichtungsvorgang, wobei die Deckschicht vorzugsweise 
einschlieSlich der Trennschicht in einem mechanischen Nach- 
bearbeitungsvorgang abgetragen werden. Die Nachbearbeitung 
kann durch Bursten, Sandstrahlen oder ahnliches erfolgen. Es 
werden durch die Wirkung der Trennschicht Abtragezeiten von 

30 wenigen Sekunden angewendet . Beispielsweise werden durch Ab- 
strahlen mit Aluminiumoxid (Edelkorund) bei einem Druck von 
lediglich einem Bar und einer Strahlzeit von lediglich zwei 
Sekunden eine so vollstandige Abtragung einer TiN-Deckschicht 
von z.B. 0,2 /zm erreicht, dass optisch auch bei zehnfacher 
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Vergrofierung der Oberflache keine Reste der Deckschicht mehr 
zu erkennen sind. Die VerschleiSschutzschicht (metallische 
Hartstof f schicht ) wird bei derart kurzer Belastung kaum an- 
gegrif f en. 

5 

Die Haftung der Deckschicht ist immerhin ausreichend, um 
eine sichere Handhabung der Schneidwerkzeuge ohne Beschadi- 
gung der Deckschicht zu ermoglichen. Ein erster Einsatz des 
Schneidwerkzeugs wird aber sofort durch partiellen Abtrag der 
10 Deckschicht erkennbar. Die Deckschicht dient in diesem Fall 
als Einsatzindikator , der beim ersten Einsatz des Werkzeugs 
anspricht. 

Als Deckschicht eignen sich beispielsweise Titan- oder 

15 Hafniumnitridschichten sowie oxidische (heteropolare) Schich- 
ten wie z.B. Ti0 2 . Auch andere Oxide, Carbide oder Nitride 
von Metallen der vierten oder funften Nebengruppe sind ge- 
eignet . Es werden Deckschichten mit metallisch-kristalliner 
Struktur bevorzugt . Die Trennschicht hingegen weist z.B. kei- 

20 neh metallisch-kristallinen Aufbau auf . Dies kann erreicht 

werden, indem als Trennschicht eine Oxidschicht eines Neben- 
gruppenmetalls , vorzugsweise der vierten oder funften Neben- 
gruppe Anwendung findet. Gute Ergebnisse ergeben dunne Lagen 
von beispielsweise etwa 0,1 /zm Ti0 2 - Schichten oder andere CN- 

25 Schichten, die extrem weich und reibarm sind. Gute Ergebnisse 
werden auch mit MbS 2 - Schichten oder extrem unstochiometri- 
schen Schichten erreicht. Beispielsweise konnen auch extrem 
verspannte Schichten die Haftung zwischen Deckschicht und 
VerschleiSschutzschicht beschranken. Es konnen verspannte 

30 TiN- Schichten oder auch DLC- Schichten (diamond like carbon) 
zur Anwendung kommen. Die Auswahl der jeweils geeigneten 
Trennschicht richtet sich danach, dass sie moglichst ohne 
Zusatzauf wand in den PVD-Abscheidevorgang zur Herstellung der 
gesamten Beschichtung integriert werden kann. Die Trenn- 
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schicht* bildet gewissermaSen eine „Sollbruchstelle" fur even- 
tuelle uber ihr liegende Schichten. 

Die VerschleiSschutzschicht (metallische Hartstoff- 
schicht) kann im einfachsten Fall einen einschichtigen Aufbau 
aufweisen. Bedarfsweise kann auch ein mehrschichtiger Aufbau 
zur Anwendung kommen. 

Die vorgestellte Beschichtung lasst sich im PVD-Verfah- 
ren ohne.groSen Aufwand herstellen, wobei die abgeschiedene 
Deckschicht nachtraglich mechanisch leicht entfernt werden 
kann. Dadurch wird die Herstellung mehrf arbiger Schneidwerk- 
zeuge auf einfache und rationelle Weise moglich. Unter 
Schneidwerkzeugen werden hier sowohl vollstandige Schneid- 
werkzeuge, wie Vollhartmetallbohrer , Fraswerkzeuge und der- 
gleichen, wie auch lediglich Schneidplatten, Wendeschneid- 
platten, Schneideinsat ze und dergleichen verstanden. 

Weitere vorteilhaf te Einzelheiten von Weiterbildungen 
der Erfindung sind Gegenstand der Zeichnung, der Beschreibung 
oder von Anspruchen. In der Zeichnung ist ein Ausf uhrungsbei- 
spiel der Erfindung veranschaulicht . Es zeigen: 

Figur 1 ein erf indungsgemaSes Schneidwerkzeug in schemati- 
sierter Perspektivdarsteliung, 

Figur 2 eine ausschnittsweise Schnittdarstellung durch das 
Schneidwerkzeug nach Figur 1, 

Figur 3 ein Schneidwerkzeug nach durchlauf ener PVD- Be- 
schichtung in quer geschnittener r nicht mafistabli- 
cher schematischer Darstellung, 


Figur 4 


das Schneidwerkzeug nach Figur 3 nach dem partiel- 
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len Abtragen einer Deckschicht und der darunter 
. liegenden Trennschicht in schematisierter Schnitt- 
darstellung und 

5 Figur 5 einen beispielhaf ten Spahnungsverlauf bezuglich der 
in den verschiedenen Schichten herrschenden Span- 
nungen des Schneidwerkzeugs als Diagramm. 
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In Figur 1 ist eine Schneidplatte 1 als Schneidwerkzeug 
Oder* zumindest wesentlicher Teil desselben veranschaulicht. 
Die Schneidplatte 1 weist eine Deckflache auf, die eine Span- 
flache 2 bildet, sowie Seitenf lachen, die Freif lachen 3, 4 
bilden. Diese Bezeichnung gilt fur radialen Einbau der 
Schneidplatte 1. Bei tangential em Oder lateralem Einbau die- 
nen die Seitenf lachen als Spanflachen wahrend die Deckflache 
als Freif lache dient . Zwischen der Spanf lache 2 und den Frei- 
flachen 3 ,4 sind Schheidkanten 5, 6 ausgebildet. 

Die Schneidplatte 1 ist eine Hartmetallschneidplatte . 
Figur 2 veranschaulicht den Querschnitt derselben aus- 
schnittsweise und in extrem vergrofierter Darstellung. Danach. 
weist. die Schneidplatte 1 einen Grundkorper 7 auf, dessen 
Oberflache das Substrat. fur eine an der Schneidplatte 1 vor- 
gesehene Beschichtung 8 bildet . Die Beschichtung 8 ist im 
PVD-Verfahren auf gebracht . Als innere unmittelbar an das Sub- 
strat grenzende Schicht ist eine Verschleifischutzschicht. 9 
vorgesehen, als metallische Hartstoff schicht MH ausgebildet 
ist. Eine solche ist beispielsweise eine TiAlN-Schicht (Tita- 
naluminiumnitrit) , die metallische Eigenschaf ten auf weist . 
Sie haftet fest auf dem Grundkorper 7, der beispielsweise aus 
einem Hartmetall, wie Wolf ramcarbid mit Kobalt, besteht . Die 
Dicke der TiAlN-Schicht kann zweckentsprechend festgelegt 
werden. Im vorliegenden . Ausfuhrungsbeispiel liegt sie bei 
etwa 4 /zm. Das Verhaltnis zwischen Titan und Aluminium liegt 
bei 33 :67. 

Auf die VerschleiSschutzschicht 9 ist eine Trennschicht 

11 auf gebracht, die den metallischen Haf tungsverbund zu einer 
daruber liegenden Deckschicht 12 unterbricht . Die Deckschicht 

12 ist vorzugsweise wiederum eine metallisch-kristalline 
Schicht, wie beispielsweise eine TiN-Schicht. Die Dicke der- 
selben liegt z.B. bei 0,2 fzm. In diesem Fall handelt es sich 
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um eine reine Dekorschicht mit goldgelber Farbe. Diese Farbe 
ist deutlich von der Farbe der VerschleiEschutzschicht 9 un- 
terschieden, die eine andere Farbe aufweist. 

5 Die Trennschicht 11 ist beispielsweise eine Titandioxid- 

schicht (Ti0 2 ) , die relativ diinn gewahlt werden kann. Es ge- 
nugt beispielsweise eine Dicke von 0,1 /im. Diese Oxidschicht 
weist keinen metallischen Charakter. auf und limitiert somit 
die Haftung der Deckschicht 12 an der VerschleiEschutzschicht 
10 9 . Die angegebene Beschichtung 8 kann in ein und demselben 
Reaktionsgef a£ einer PVD-Beschichtungsanlage in . einem Zuge 
hergestellt werden, wobei die VerschleiEschutzschicht 9, die 
Trennschicht 11 und die Deckschicht 12 nacheinander abge- 
schieden werden. 

Die Trennschicht 11 und die Deckschicht 12 konnen, wie 
oben dargestellt, chemisch und/oder strukturell verschiedene 
Schichten sein. Es ist aber auch moglich, sie zu einer Trenn- 
und Deckschicht zu vereinigen, deren Besonderheit in der ein- 

2 0 geschrankten Haftung zu der VerschleiEschutzschicht 9 be- 

steht. Die Trennschicht 11 bildet in diesem Fall zugleich die 
Deckschicht . 

Die Herstellung erfolgt dabei wie f olgt : 

25 

Der Grundkorper 7 wird in eine entsprechende PVD-Be- 
schichtungsanlage gebracht, in der zunachst die VerschleiE- 
schutzschicht 9, danach die Trennschicht 11 und dann die 
Deckschicht 12 auf dem Grundkorper 7 abgeschieden werden. Die 

3 0 so erzeugte Beschichtung 8 wird zunachst auf alien exponier- 

ten Flachen des Grundkorpers 7 erzeugt, d.h. zumindest an der 
Spanflache 2 wie auch an den Freiflachen 3, 4. In diesem Zu- 
stand wird die Schneidplatte 1 dem PVD-Reaktorgef aE entnom- 
men. 
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Es werden haufig zweifarbige Schneidplatten gewunscht, 
die an ihrer Spanflache 2 eine andere Farbe aufweisen als an 
den Freiflachen 3, 4. Zur Erzeugung. einer solchen wird die 
Deckschicht 12 von der entsprechend anders farbig auszulegen- 
den Flache, in diesem Fall der Spanflache 2, entfernt. Dies 
kann mit einem Sands trahl 14 erfolgen, wie er in Figur 3 an- 
gedeutet ist - Als Strahlkorper kann Aluminiumoxid (Edelkorund 
mesh 320) dienen. In einer kurzen Einwirkzeit von beispiels- 
weise 2 Sekunden werden sowohl die Deckschicht 12 als auch 
die Trennschicht 11 von der Spanflache 2 ohne sichtbare Reste 
entfernt. Dies ist in Figur 4 veranschaulicht . Die genannte 
Ti0 2 - Trennschicht von 0,1 /xm Dicke weist jedoch eine solche 
Haftung und Festigkeit auf, dass die Deckschicht 12 an Stel- 
len, die nicht unmittelbar von dem Strahl 14 getroffen wer- 
den, unbeschadigt erhalten bleibt. 

Die Schneidplatte 1 kann in weiteren Ausfuhrungsf ormen 
andere VerschleiSschutzschichten 9 und andere Deckschichten 
12 aufweisen. Jedoch hande It es sich bei der VerschleiS- 
schutzschicht 9 jeweils urn eine metallische Hartstof f schicht , 
die im PVD-Verf ahren hergestellt ist. Hartstof fschichten ohne 
Metallstruktur, wie beispielsweise Al 3 0 3 sind von der metal - 
lischen Hartstof f schicht der VerschleiSschutzschicht 9 nicht 
umfasst. Als Deckschicht kann sowohl die angegebene TiN- 
Schicht als auch j ede andere metallische Deckschicht, wie 
beispielsweise TiC-Schichten, CrN-Schichten, HfN-Schichten 
und dergleichen Anwendung finden. Als Trennschicht 11 kann 
jede vorzugsweise nicht metallische Schicht angewendet wer- 
den, die die Haftung zwischen der Deckschicht 12 und der Ver- 
schleiSschutzschicht 9 beschrankt. Uber die im vorigen Aus- 
fuhrungsbeispiel genannte TiO z -Schicht hinaus, konnen andere 
oxidische Schichten angewendet werden, die im PVD abscheidbar 
sind und keine metallische Bindung aufweisen. Insbesondere 
konnen hier Oxide der Metalle der vierten und funften Neben- 
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gruppe zur Anwendung kommen. Auch andere, vorwiegend kovalent 
gebundene, Schichten, wie beispielsweise MCN-Schichten, kon- 
nen Anwendung finden, wobei M fur ein beliebiges Metall, vor- 
zugsweise ein Metall der vierten oder funften Nebengruppe 
steht. Auch andere kovalent gebundene Schichten, wie MoS 2 - 
Schichten (Molybdandisulf id) oder Kohlenstoff schichten (DLC) 
konnen Anwendung finden. Es wird jedoch auch ins Auge ge- 
fasst, metallisch gebundene Trennschichten vorzusehen, wie 
beispielsweise TiN- Schichten . Om bei diesen eine Haftungs- 
beschrankung zu erzielen, konnen diese extrem verspannt wer- 
den. Verspannung kann beispielsweise durch groSe Abweichung 
vom stochiometrischen Verhaltnis erreicht werden. Figur 5 
veranschaulicht dazu den Spannungsverlauf in der Verschleifi- 
schutzschicht 9, der Trennschicht 11 und der Deckschicht 12 
fur einen beispielhaf ten Fall / bei dem eine Haf tungsbegren- 
zung durch eine gegensinnige Verspannung der Trennschicht 11 
gegen die VerschleiSschutzschicht 9 und die Deckschicht 12 
erreicht wird. Die in der Schicht herrschende Spannung ist 
als Kurve uber einer Linie 15 aufgetragen. So betragen die 
Spannungen in der VerschleiSschutzschicht 9, der Trennschicht 
11 und der Deckschicht 12 beispielsweise: 

Verschlei&schutzschicht 9 - bis zu 2 GPa Druckspannung 
enstpr. -2 GPa, 

Trennschicht 11 - ca. 0,8 GPa Zugspannung entspr. 0,8 
GPa, 

Deckschicht 12 - ca. 1 GPa Druckspannung entspr. -1 GPa. 

Vorliegend wird eine Beschichtung insbesondere fur 
Schneidwerkzeuge angegeben, die sich in einem einzigen PVD- 
Beschichtungsvorgang erzeugen lasst und mit der sich auf ein- 
fache Weise zweifarbige Schneidwerkzeuge erzeugen lassen. 
Zwischen zwei metallischen Hartstoff schichten unterschiedli- 
cher Farbe ist eine Trennschicht 11 angeordnet., die, wie die 
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anderen Schichten, in dem gleichen PVD-Beschichtungsprozess 
erzeugt warden ist . Sie gestattet das Abtragen der Deck- 
schicht durch Sands trahl en, Bursten oder dergleichen mit sehr 
kurzen Einwirkzeiten. 
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Patentanspruche : 

1. . Beschichtung (8), insbesondere fur ein Schneidwerkzeug, 

5 mit einer metallischen Hartstof f schicht (MH) als Ver- 

schleifischutzschicht (9) , 

mit einer Trennschicht (11) , die wenig^tens auf einen 
Abschnitt der VerschleiSschutzschicht (9) aufgebracht 
10 ist. 

2. Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass auf der Trennschicht (11) eine Deckschicht (12) 
angeordnet ist, die vorzugsweise eine Dekorschicht ist. 

15 

3. Beschichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Deckschicht (12) eine Farbe aufweist, die sich 
von der Farbe der VerschleiSschut zschicht (9) erkenhbar 
unterscheidet . 

20 

4. Beschichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Deckschicht (12) eine ZrO, CrC- , ZrN-, CrN- , 
TiN-, eine Tie-, eine HfC- oder eine HfN-Schicht ist* 

25 5. Beschichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Deckschicht (12) eine metallisch kristalline 
Struktur aufweist. 

6. Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
30 dass die Trennschicht (11) keinen metallisch kristalli- 

nen Aufbau aufweist. 

7. Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Trennschicht (11) eine Oxidschicht mit wenigs- 
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10 


tens einem Metall (M) einer Nebengruppe des chemischen 
Periodensystems der Elemente ist. . 

8. Beschichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Metall (M) ein Element der IV. Nebengruppe, 
vorzugsweise Titan oder Zirkonium ist . 

9. Beschichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet , 
dass das Metall (M) ein Element der V. Nebengruppe ist. 

10. Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Trennschicht (11) eine chemische Verbindung mit 
vorwiegend kovalenter Bindung enthalt oder ist . 

15 11. Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Trennschicht (11) stark unstochiometrisch zu- 
sammengesetzt ist. 

12. Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

2 0 dass die Trennschicht (11) eine stark verspannte Schicht 

ist. 

13. Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Trennschicht (11)' eine innere Spannung auf- 

25 weist, die von der-inneren Spannung der VerschleiB- 

schutzschicht und der Deckschicht (12) wesentlich ab- 
weicht . 

14. Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
30 dass die Trennschicht eine DLC-Schicht ist. 

15. Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Trennschicht eine MoS 2 -Schicht ist. 
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16. Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 

dass die VerschleiSschutzschicht (9) eine TiAlN-Schicht 
oder eine CrAlN-Schicht ist. 

5 17. Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dass die VerschleiSschut zschicht (9) einen einschichti- 
gen Aufbau aufweist. 

18. Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

10 dass die VerschleiSschutzschicht (9) einen mehrschichti- 

gen Aufbau aufweist . 

19. Schneidwerkzeug 

15 mit einera Grundkorper (7) aus einem Hart st off und 

mit einer Beschichtung (8) f die auf den Grundkorper (7) 
aufgebracht ist und deren Aufbau einem der vorhergehen- 
den Anspruche entspricht. 

20 

20. Schneidwerkzeug nach Anspruch 19, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Verschleifischut zschicht (9) wenigstens an 
einer Freiflache (3) und wenigstens an einer Spanflache 
(4) vorgesehen ist, wohingegen die Deckschicht (12) die 

25 Freiflache (3) und/oder die Spanflache (2) nicht oder 

nur teilweise bedeckt . 

21. Verfahren zur Herstellung eines Schneidwerkzeug, bei dem 
auf einen Grundkorper (7) in einem PVD-Beschichtungs- 

3 0 verfahren zunachst eine Beschichtung mit einer Schicht- 

folge nach einem der Anspruche 1 bis 18 aufgebracht 
wird, wonach die Deckschicht (12) mit einem mechanischen 
Abtragungsverf ahren von ausgewahlten Oberf lachenberei- 
chen entfernt wird. 
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22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet , dass 
die Deckschicht (12) mittels eines Sandstrahlverf ahrens 
entfernt wird. 

23- Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass 
alle Schichten der Beschichtung (8) in einem einzigen 
PVD-Prozess aufgebracht werden. 
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